2.3.1.1. Bramki I-NIE z wyjsciem przeciwsobnym

Czterokrotne dwuwejSciowe bramki I-NIE: UCAG64S00N, UCY74SOON

trzykrotne trzywejsciowe bramki I-NIE: UCA64S10N, UCY74S10N
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Dwukrotne czterowejsciowe bramki I-NIE: UCA64S20N, UCY74S20N

Logika dodatnia

Y = ABCD ) L m . > r
ncoAAN-Y
>
M r 2 sHe 7

JA°- 1B NC 1C 1D 1Y Masa

ai ldeowy czterowej$ci owej bramki
il serii bardzo szybkiej *



Wymienione uktady scalone spetniajg funkcje negacji
iloczynu zmiennych wejsciowych w konwencji logiki
dodatniej.

Schemat ideowy bramki serii bardzo szybkiej jest
podobny do schematu bramki serii szybkiej. Wszyst-
kie tranzystory, z wyjatkiem T3, sg tianzystorami
Schottkyego. Dzieki zastosowaniu tranzystora T6
z rezystorami R« i R6 uzyskano stromg charakterys-
tyke przejsciowg w obszarze przelaczenia oraz ogra-
niczono wielko$¢ udaréw pradu zasilania pobiera-
nych przez bramke podczas procesu zmiany stanu
na wyjsciu.

Amplituda tych impulséw pradowych wynosi za-
ledwie 20% wartosci analogicznych udaréw wystepu-

Wartosci dopuszczalne parametrow
Parametry
Nazwa
Napiecie zasilania
Napiecie wejsciowe
Ujemny prad wejsciowy

Zakres temperatury przechowywania

Zalecane warunki pracy
Parametry

Nazwa
Napiecie zasilania

. Lo - niskim
Obcigzalno$¢ kazdego wyjscia w
stanie: wysokim

Obcigzenie wnoszone przez kazde wejscie
UCA®64S...

Zakres temperatury otoczenia
UCY74S...

jacych przy przetgczaniu bramek serii
64H... /74H...

Diody ograniczajgce na wejsciach bramek serii bardzo
szybkiej sg réwniez diodami Schottkyego. Nizsze
napiecie przewodzenia tych diod zapewnia lepsze
zabezpieczenie przed ujemnymi napieciami na wejs$-
ciach niz uzyskane w konwencjonalnych uktadach
TTL.

Stopien wyjsciowy zapewnia impedancje wyjsciowa
wynoszacg okoto 50 fi w stanie wysokim i okoto
10 fi w stanie niskim.

Uktady scalone 64/74SOON, 64/74S10N i 64/74S20N
sg produkowane w obudowach plastykowych

szybkiej

A49B(CET70).
Warto$¢
) Jednostki
Symbol min max
Ucc 7 \Y
v, 5,5 \Y%
-h 18 mA
7ty -55 125 °C
Wartos¢
) Jednostki
Symbol min  nom max
Uce 475 50 525 \V;
N1 125
H., 25 s.o.l.
1,25
-40 85
°C



1'nrametry statyczne

Oc/cli nie podano inaczej wartosci parametrow obowigzujg w petnym zakresie temperatury otoczenia)

Parametry

Nazwa
Napiecie wejsciowe w stanie nis-
kim

Napiecie wejsciowe w stanie wy-
sokim

Ujemne napiecie wejsciowe

I’'mU wejsciowy w stanie niskim

I*rfjd wejsciowy w stanie wyso-
kim

Napiecie wyjsciowe w stanie nis-
kim
Prad wyjsciowy w stanie niskim

Napiecie wyjsciowe w stanie wy-
eokim

Puid wyjsSciowy w stanie wyso-
kim

Zwarciowy prad wyjsciowy3’

64/74S00
Piild zasilania w
mlanie niskim 64/74510
64/74S20
64/74500
I4iijd zasilania w
stanie wysokim 64/74510
64/74520

Sym-
bol

UIL

U,

_u’

/(s

UoL

loL

UoH

loH

los

IcCL

IcCH

Wartos¢ Ukad
a
Jg;iknao- Warunki pomiaru pomia-
min  typl) max rowy3’
08 V
\Y%
12 V. Ucc =475V
/, = -18 mA G
= 25°C
-2 MA  Ucc = 525V C
U =05V
50 A Ucc = 5,25 V
u, =27V
1 mA  Ucc = 525V D
U, =55V
05 V o1 = 20 MA
Ucc =
=475V A
20 mA usa=o0s5v Y2V
2,7 \% lon — —1 MA
Ucc =
=475V B
U, =
-1 mA Uon = 2,7V =08V
-40 -100 MA  Ucc = 525V E
20 36
Ucc = 525V
5 27 mA LY
10 18
F
10 16
Ucc = 5,25V
75 12 mA U
5 8

Wartoéci typowe podane sa przy UCC = 5 V, tamb = 25°C
Jednoczes$nie moze by¢ zwarte nie wiecej niz jedno wyjscie
Schematy uktadéw pomiarowych sa analogiczne jak dla uktadéw serii szybkiej



Parametry dynamiczne przy Ucc = 5 V I

Parametry

Nazwy
Czas propagacji sygnatu do stanu niskie-
go na wyjsciu

Czas propagacji sygnatu do stanu wyso-
kiego na wyjsciu

= 25C

Wartosé
Sg(;rll' min typ max Jednostki
tHL 2 3 5 ns
GLH 2 3 45 ns

Warunki
pomiaru

CL= 14 pF

RiI=280n

Uktad
pomia-
rowy



